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De |la technologie de pointe a la conception de circuits...

N La technologie double grille CMOS
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Les parametres des modeles sont définis par caracterisation électriqgue de la technologie

La conception en technologie DG CMOS

Objectif : profiter de 'avantage des performances et des grilles indéependantes pour innover en conception de circuits

Conception analogique mixte

| Conception numerigue | Conception memoire SRAM |
Développement de blocs analogiques d’'un modulateur . . - Dessin cellule 6T
Siama geplta | dJi9 | Fonctions logiques de base : portes NAND, NOR, OR, | Cellule 4T COQL\/entlonnelle |
I 9 : | I bascules, oscillateurs en anneau, multiplexeurs, etc. I 'j: Ii |
SH }——»| INTEGRATOR » COMPARATOR —‘ T="1’ F=0’
I ) I I Fonctions logiques évoluées (exploitation du potentiel | I Walsl \ lAI | [wata I
| = Echantillonneur / bloqueur g T | de la grille indépendante) : Fonctions universelles II L P T
I = Soustracteur b R e | I reconfigurations, logique ternaire. I BLr ! BLr |
a Transivnt Fesponss Lo b T T I . VFresp |
" Icr;tegrateur i 1 | J T Exemple : cellule reconfigurable |! Cellule 4T en DGMOS i
» Comparateur . % s WL o
I . BaSCFL)He D el EEEe | L: I ol | culo - Le DGMOS permet de réaliser de I I - . F_‘D_‘-Jr
I = soom F i : | I I r r nouvelles fonctions I - - ) I
| . & 0 -V, A.B NAND | NOR | ““"a’.gri | w%gl [ vhrese
I ques élémentaire iroi II N Puissance I T T I
Structures analogiques elementaires @ miroirs de V, 0 A+B moyenne 1.3 pwW | 4. 1pw | o | | T3 Wode rtention
| courant, amplis simples, commutateurs, sources de I | V V A Délai pi 54.3 96.2 I La seconde grille permet d’améliorer la stabilité I
- Z - elal pire cas : S : S
courant et de tension accordables et mélangeurs. “ “ P P P | N
L | L | des mémoires SRAM 4T |

Permet d’avoir un regard plus critique sur I’évolution des technologies
et leurs optimisations ... de la conception a la technologie
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